ournées

Réseau National
en Nanosciences
et en Nanotechnologies

e-QBIT : Transport d 'Information Quantique
Balistique.
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Quelle est 'impédance complexe d'un circuit RC qua  ntigue completement
cohérent aux frequences GHz? Alors que les lois de Kirschhoff predisent
I'addition des impédances de la capacité et de laré  sistance, nous observons

Nous avons reéalisé la premiere mesure de corrélation s HBT pour des photons
GHz dans des conducteurs guantiques. Nous avons mes urés les statistiques

respectivement poissonniennes et superpoissonniennes des photons > o e o SR

thermiques (cf. figure) et des photons émis par une source cohérente, dans le un comportement completement difierent. La resistan  ce, ici associee a la
régime quantiqgue aux température millikKelvin (Gabell i et al., PRL'04). Cette relaxation de charge, differe de la resistance DC u  suelle donnee par la
expérience se poursuit a Saclay pour mettre en évide nce la statistique non- formule de Landauer. Pour un conducteur monomode, | a resistance de
classique des photons émis par les conducteurs quant iques. relaxation de charge est égale au demi-quantum de ré sistance et

Independante de la transmission du mode électroniqu e (Gabelli et al.,
Science’06)

Réalisation de contacts supraconducteurs sur hetéero jonctions |l1-V
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Fabrication et caractérisation de contacts supracon ducteurs sur une héeterojonction GaAs/AlGaAs (2DEG) e n vue de realiser une source d 'électrons
Intriqués ‘ naturellement ’ par la supraconductivite. A gauche : mise en évidence de la réflexion d’Andre  ev. La courbe expérimentale R(T) d’'une jonction
S/N est comparée avec le modele théorique BTK déc rivant | effet de proximité meésoscopique A gauche : mise en évidence de la réflexion d’Andreev. A
doirte : mise en évidence d’effets supraconducteurs 1D dans la diffusion de I'indium dans le GaAs. Cour  be |-V d’'une jonction courte SNS mettant en

évidence des « phase slip centers » caractéristiques d effets 1D en supraconductivité.

Doublement de la charge observe par des mesuresde b ruit
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La génération de paire d 'électrons grace a |l 'injecti on de paire de Cooper dans le conducteur normal bal  istigue peut-étre détectée par sa signature dans

le bruit de grenaille du courant. Ce dernier, qui s 'observe quand un courant traverse la jonction sup ra-conducteur - gaz bidimensionnel d ’électrons,
donne une mesure directe de la charge des porteurs . A gauche : résistance différentielle et bruit de grenaille d 'un double contact S-N (c.a.d. S-N suivi
de N-S) simultanément mesurés gquand on fait varier la tension. Lorsque celle-ci atteint le gap supraco  nducteur, la pente du bruit est divisee par 2,

signalant le passage du régime paire de Cooper a cel ui de quasi-particule. A droite : le Facteur de Fan 0, qui est proportionnel a la charge, est réduit
d 'un facteur 2 par | 'application d 'un champ magneéti gue, signalant la disparition de la supra-conductiv Ité sous champ (passage du régime de paire de
Cooper (2e) a celui de quasi-particules normales (e) ).
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